
APCSCRM เชิญ​ชวน​ผู​เชี่ยวชาญ​เขา​รวม​การ​ประชุม

วา​ดวย​ซิ​ลิ​กอ​นคา​รไบด

ชวน​นัก​วิจัย​รวม​แลก​เปลี่ยน​เอกสาร​ทาง​เท​คนิค

การ​ประ​ชุม APCSCRM ซึ่ง​เตรียม​จัด​ขึ้น​ระหวาง​วัน​ที่​ 9​-12 กรกฎาคม​ 2​018 ขอ​เชิญ​ชวน​ผู​เชี่ยวชาญ​ใน​เอเชีย

แปซิฟิก​มา​รวม​เรียน​รู​และ​แลก​เปลี่ยน​แนวคิด​และ​เทคโนโลยี​ตางๆ​ ที่​เกี่ยวของ​กับ​วัสดุ​เซ​มิ​คอนดักเตอร​แบบ wide

bandgap การเต​รี​ยม​อุปกรณ​และ​บรรจุ​ภัณฑ​ และ​การ​ใช​โมดูล​อุป​กร​ณ โดย​ราย​นาม​สวน​หน่ึง​ของ​ผู​เชี่ยวชาญ​ที่​ได​รับ

เชิญ​เขา​รวม​การ​ประชุม​มี​ดัง​น้ี
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นอก​จาก​น้ี APCSCRM ยัง​จัด​กิจกรรม​แลก​เปลี่ยน​เอกสาร​ทาง​เทคนิค​เกี่ยว​กับ​วัสดุ​เซ​มิ​คอนดักเตอร​แบบ wide

bandgap อุป​กร​ณ และ​การ​ใช​งา​น ​โดย​เปิด​รับ​เอกสาร​จาก​ผู​เชี่ยวชาญ​ทาง​เทคนิค​และ​ผู​ประกอบ​วิชาชีพ​ใน​ดาน​น้ี​ รวม

ถึง​มหา​วิทยา​ลัย​ สถาบัน​วิจัย​ และ​องคกร​ตางๆ​ทัง้​ใน​และ​ตาง​ประ​เทศ
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